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(54) 웨  제조 , 웨 , 집적회로 치  제조   집적회로 치

약

웨  제조 , 웨 , 집적회로 치  제조   집적회로 치 에 
한 것 로 , 집적회로 치  능  신뢰  향상시킴과 동시에 집적회로 치  코

트  저감시키  해 정  전형  물  함 하는 본  주면상에 물과 동 한 
전형 고 또한, 물  계상  농  동 한 농  물  함 하는 에피텍 층  형 한 후, 

물과 동 한 전형 고 또한, 에피텍 층  향  향해  물농 가 점 로 저하하는 웰
역  형 하고 그 웰 역에 MIS ㆍFET 게 트절연  형 한다. 것에 해 고가  고농  

본  사 하  않아  좋 므로 높  능  신뢰  실현할  는 웨  코 트
 저감할  다.
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[ 명  명칭]

웨  제조 , 웨 , 집적회로 치  제조   집적회로 치

[ 면  간단한 명]

제1 는 본 명  1실시  집적회로 치  주 단면 다.

제2 는 제1  집적회로 치  제조공정 에 어  사 는 웨  면 다.

제3 는 제1  집적회로 치  제조공정 에 어  주 단면 다.

본 내  공개 건 므로 전문 내  록하  않았

(57)  

항 1 

형  전형  물  함 하는 본  면에 상  물과 동 한 전형 고 또한, 
상  본 에 어  물농 하  농  물  함 하는 단결정층  형  
상  본  비하는 공정과 상  물과 동 한 전형 고 또한, 상  단결정층  

향  향해  물농 가 점  낮아 는 제1 역  상  단결정층  면에  상  
본  상 에 걸쳐  형 하는 공정  상  역상에 산화  형 하는 공정  포함

하는 집적회로 치  제조 .

항 2 

제1항에 어 , 상  제1 역  형 하는 공정시에 상  결정층에 물  주 한 
후, 그 주  물  열확산하는 공정  또 포함하는 집적회로 치  제조 .

항 3 

제2항에 어 , 상  제1 역  상보형 MOS ㆍ FET 회로형 에 사 하는 웰  집적회로
치  제조 .

항 4 

제3항에 어 , 상  산화  MOS ㆍ FET 게 트절연  집적회로 치  제조 .

항 5 

제3항에 어 , 상  단결정층  형 하는 공정시에 상  단결정층  께  상  산화
 께  절 상  께로 하는 집적회로 치  제조 .

항 6 

제3항에 어 , 상  본   상  단결정층  p형  실 콘단결정 또는 n형  실 콘 
단결정 로 루어 는 집적회로 치  제조 .

항 7 

정  전형  물  함 하는 본 , 상  본  면에 련 고 상  
물과 동 한 전형 고 또한, 상  본 에 어  물농 하  농  물  함
하는 단결정층, 상  단결정층  향  향해  물농 가 점  저하하고 또한, 상

 단결정층  면에  상  본  상 에 걸쳐  련  제1 역  상  제1
역상에 형  산화  포함하는 집적회로 치.   

항 8 

제7항에 어 , 상  제1 역  상보형 MOS ㆍ FET 회로형  웰  집적회로 치.

항 9 

제8항에 어 , 상  산화  MOS ㆍ FET  게 트절연  집적회로 치.

항 10 

제9항에 어 , 상  본   상  단결정층  p형  실 콘단결정 또는 n형  실 콘
단결정 로 루어 는 집적회로 치.

항 11 

제9항에 어 ,상  단결정층상에 다 나믹형 랜  액 메모  메모   주 회로  련
하고, 상  산화  상  메모   상  주 회로  하는 MOS ㆍ FET  게 트절연 로 한 

집적회로 치.  

항 12 
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제9항에 어 , 상  단결정층상에 테 틱형 랜  액 메모  메모   주 회로  
련하고, 상  산화  상  메모   상  주 회로  하는 MOS ㆍ FET  게 트절연 로 한 

집적회로 치.

항 13 

제9항에 어 , 상  단결정층상에 타  전 적 로 거  라 트하는 것  가능한 드
 메모  메모   주 회로  련하고 상  산화  상  메모   상  주 회로  하

는 MOS ㆍ FET  게 트절연 로 한 집적회로 치.  

항 14 

정  전형  물  함 하는 본  면에 상  물과 동 한 전형 고 또한, 
상  물  계상  농  동 한 농  물  함 하는 단결정층  형  상  

본  비하는 공정과 상  단결정층상에 산화  형 하는 공정  포함하는 집적회
로 치  제조 .    

항 15 

제14항에 어 , 상  본  면내  적어  1 역에 상  본  물과 동
한 전형 고 또한, 상  물보다 고농  역  형 하는 공정  포함하는 집적회로

치  제조 .

항 16 

제15항에 어 , 상  단결정층  형 하는 공정시에 상  단결정층   상   
본 상에 형 하는 상보형 MOS ㆍ FET회로형  웰  보다 게 하는 집적회로 치  

제조 .

항 17 

제15항에 어 , 상  본 에 염 원  포 하는 포 역  형 하는 공정  또 포함
하는 집적회로 치  제조 .

항 18 

정  전형  물  함 하는 본 , 상  본  면에 련 고, 상  
물과 동 한 전형 고 또한, 상  물  계상  농  동 한 농  물  함 하는 
단결정층  상  단결정층상에 형  산화  포함하는 집적회로 치  제조 .  

항 19 

제18항에 어 , 상  본 상에 상보형 MOS ㆍ FET회로  형 함과 동시에 상  상보형 MOS 
ㆍ FET회로  형 하  한 웰보다  치에 어  상   면내  적어  1 역에 상  

본  물과 동 한 전형 고 또한, 상  물보다 고농  물  함 하는 고농
 역  련한 집적회로 치.   

항 20 

정  전형  물  함 하는 본  면에 상  물과 동 한 전형 고 또한, 
상  물  계상  농  동 농  물  함 하는 단결정층  형 하는 공정  포함
하는 웨  제조 .

항 21 

제20항에 어 , 상  본  면에 상  단결정층  형 하는 공정에 앞  상  
본  면  경면연 한 후, 그 본  면에 무결함층  형 하는 공정  또 포

함하는 웨  제조 .   

항 22 

제21항에 어 , 상  단결정층  형 하는 공정시에 상  단결정층  께  상  
단결정층상에 형 는MOS ㆍ FET  게 트절연  께  절 상  께로 하는 웨  제
조 .

항 23 

제22항에 어 , 상  본  면내  적어  1 역에 상  본  물과 동
한 전형 고 또한, 상  본  물농 보다 고농  물  함 하는 고농  

역  형 하는 공정  또 포함하는 웨  제조 .   

항 24 

제23항에 어 , 상  단결정층  형 하는 공정시에 상  단결정층  가 상   
본 상에 형 하는 상보형 MOS ㆍ FET회로형  웰  보다 게 하는 집적회로 치  

제조 .  
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항 25 

제24항에 어 , 상  본 에 염 원  포 하는 포 역  형 하는 공정  또 포함
하는 집적회로 치  제조 .

항 26 

제25항에 어 , 상  본   상  단결정층  p형  실 콘단결정 또는 n형  실
콘 단결정 로 루어 는 웨  제조 .

항 27 

정  전형  물  함 하는 본  면에 상  물과 동 한 전형 고 또한, 
상  물  계상  농  동 농  물  함 하는 단결정층  형  웨 .  

항 28 

제27항에 어 , 상  본 에 형  상보형 MOS ㆍ FET회로형  웰보다  치 고 
또한, 상  본  면내  적어  1 역에 상  본  물과 동 한 전형
고 또한, 상  본  물농 보다 고농  물  함 하는 고농  역  
형 어 는  웨 .     

항 29 

정  전형  물  함 하는 본  면에 상  물과 동 한 전형 고 또한, 
상  본 에 어  물농 하  농  물  함 하는 단결정층  형  
상  본  비하는 공정과 상  단결정층  향  향해  물농 가 점  
저하하는 제1 역  상  단결정층  면에  상  본  상 에 걸쳐  형
하는 공정  상  역상에 산화  형 하는 공정  포함하는 집적회로 치  제조 .

항 30 

제29항에 어 , 상  제1 역  형 하는 공정시에 상  단결정층에 물  주 한 
후, 그 주  물  열확산하는 공정  포함하는 집적회로 치  제조 .

항 31 

제30항에 어 , 상  제1 역  상보형 MOS ㆍ FET 회로형 에 사 하는  웰  집적회로
치  제조 .

항 32 

제29항에 어 , 상  제1 역  상보형 MOS ㆍ FET 회로형 에 사 하는  웰  집적회로
치  제조 .

항 33 

제31항에 어 , 상  산화  MOS ㆍ FET  게 트절연  집적회로 치  제조 .

항 34 

제32항에 어 , 상  단결정층  형 하는 공정시에 상  단결정층  께  상  산화
 께  절 상  께로 하는 집적회로 치  제조 .

항 35 

제33항에 어 , 상  본   상  단결정층  p형  실 콘단결정 또는 n형  실
콘 단결정 로 루어 는 집적회로 치  제조 .

항 36 

정  전형  물  함 하는 본  면에 상  물과 동 한 전형 고 또한, 
께가 0.3㎛~3㎛  에 는 단결정층  형  웨 .

항 37 

제35항에 어 , 상  단결정층  께가 0.3㎛~1㎛  에 는 웨 .

항 38 

정  전형  물  함 하는 본  면에 상  물과 동 한 전형 고 또한, 
께가 0.3㎛~3㎛  에 는 단결정층  형 하는 공정  포함하는 웨  제조

.

제37항에 어 , 상  단결정층  께가 0.3㎛~1㎛  에 는 웨  제조 .

※ 고사항 : 원 내 에 하여 공개하는 것 .
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